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0.07 Microns

2 Spacer

Passerelle vers I'avenir, deux spécimens du plus petit
transistor du monde que I'on voit ici travailleront en-
semble lors d'une expérience qui sera menée au centre
de recherche IBM de Yorktown Heights, dans I’Etat de
New York. Pour prendre cette phctographie, il a fallu
enlever les couches supérieures du matériau semi-
conducteur afin de mettre a nu les deux minces lignes
verticales, d’environ deux cents atomes de largeur
(moins d'un dixiéeme de micrométre), qui constituent les
grilles de commande. De tels transistors pourraient per-
mettre de construire des ordinateurs beaucoup plus
puissants qu’'on ne l'imaginait possible auparavant.
Les «spacers» disposés de part et d’autre tout au long
des lignes de connexion (d’un dixieme de micrométre)
sont des séparations isolantes. Les brins visibles tout en
haut a gauche sont des débris de matiére sans réle fonc-

Unefinesse d’implantation de l'ordre du dixiéme de mi-
crométre. Des scientifiques du centre de recherche IBM
de Yorktown Heights, dans I'Etat de New York, qui étu-
dient la possibilité de fabriquer des transistors a effet de
champ d’une largeur de grille de 0,1 micrométre, ont
obtenu de premiers résultats positifs. Ils sont parvenus
en effet, par autoalignement et lithographie directe a
Jaisceau d’électrons a tous les niveaux, a implanter des
composants de taille réduite presque a l'échelle et a réa-
liser des circuits élémentaires ayant une largeur de grille
de 0,07 micrométre seulement. Les transconductances
mesurées sur ces transistors dépassaient 750 ms/mm,
ce qui est la valeur la plus élevée jamais obtenue sur
des FET de silicium. (La transconductance est un des
facteurs déterminants de la vitesse de commutation
des transistors.)

tionnel reposant a la surface du silicium.

teurs en réduisant constamment
la taille de leurs composants élec-
troniques. En effet, plus ceux-ci
sont petits, plus les ordinateurs
sont rapides, plus leur consom-
mation d’énergie diminue et
plus, par conséquent, leur rap-
port performances/colit s’amé-
liore. Sur ce difficile chemin vers
la miniaturisation, IBM a marqué
plusieurs étapes d’une pierre
blanche :

- 1 micrometre : IBM est la pre-
miere entreprise a fabriqueren
grande série des microplaquet-
tes de mémoire de 1 mégabit.

- 0,7 micromeétre: IBM annon-
ce, il y a peu, la production de
microplaquettes de mémoire
expérimentales de 4 mégabits
sur la chaine de fabrication des
plaquettes de 1 mégabit de son
usine de Burlington, dans le
Vermont.

- 0,5 micrometre: Des circuits
expérimentaux complets réali-
sés il y a un peu plus de deux
ans marquent un progrés im-
portant vers la réalisation de
microplaquettes de mémoire
de 16 mégabits et de micropla-
quettes logiques comportant
des centaines de milliers d’é1é-
ments.

- 0,25 micromeétre: Les cher-
cheurs d’IBM ont déja réussi a
réaliser des dispositifs de cette
dimension, ouvrant ainsi la
voie a la fabrication éventuelle
de microplaquettes de mémoi-
re de 256 mégabits.

- 0,10 micrometre: IBM annon-
ce la fabrication du transistor
expérimental décrit ici.
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Nouveau succes sur cette longue
liste de réussites, ce transistor de
type NMOS (ou MOS a canal N)
présente, selon ses concepteurs,
la transconductance (capacité a
envoyer un signal électronique
net et fort) la plus élevée qui ait
jamais été mesurée dans sa caté-
gorie. Combinée a des dimen-
sions de lordre du dixiéme de
micrometre, cette qualité en fait
le transistor FET a la fois le plus
petit et le plus puissant qui ait ja-
mais €té obtenu. La prochaine
étape de ce développement sera
de fabriquer dans cette taille des
transistors a effet de champ
CMOS, quisont dotés d’un canal
complémentaire.

Importante convention
entre les PTT et ’EPFL

L’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne etles PTT ont signé,
le 12 octobre 1987, une conven-
tion par laquelle 'EPFL met a la
disposition des PTT - Départe-
ment des télécommunications -
le terrain nécessaire a la cons-
truction, a Ecublens, d’un centre
de radiotélécommunications a
ondes dirigées du réseau fédéral
téléphonique terrestre et par voie
de satellite. Cette réalisation,
conjuguée avec les stations exis-
tantes du Mont-Pelerin et de la
Dole, remplacera notamment, en
1993, l'actuel centre terminal de
I’'Hotel des Postes a Lausanne -
Saint-Frangois.

Par cette convention, ’EPFL et
notamment les PTT conviennent
également de mettre a profit leur
proximité pour collaborer active-
ment dans le domaine de la re-
cherche avancée et du dévelop-
pement dans certains secteurs
des télécommunications.

Installations et énergie
dans le batiment :
nouveau groupe spécialisé

Le 19 juin 1987, I’assemblée des
delégueés de la SIA donnait son
accord pour la constitution d’un
groupe spécialisé des installa-
tions et de ’énergie dans le bati-
ment, dont les buts sont les sui-
vants:

- formerun forum de discussion
accessible aux spécialistes in-
téressés

- définir I'image des techni-
ciens des installations et de
I’énergie

- intégrer de fagcon optimale les
installations et I’énergie dans
le cours de la construction

- promouvoir l’utilisation de
I'informatique et du CAD dans
le domaine des installations et
de I'énergie.

La fondation proprement dite de

ce nouveau groupe spécialisé au-

ra lieu le /0 décembre 1987 a I’Au-
ditorium Maximum de I'EPFZ.

Renseignements et inscriptions
(jusqu’au 4 décembre) aupres
du secrétariat général de la
SIA, case postale, 8039 Zurich,
tél. 01/2011570.

Communications SVIA

Candidatures

M!le Vassiliki Athanassoula, ar-
chitecte diplomée EPFL en 1984.
(Parrains: M. G. Poncet et Mlle
A. Denoréaz.)

M. Pierre-André Dupraz, ingé-
nieur civil, diplomé EPFL en
1985. (Parrains : MM. M. Chabloz
et J.-C. Badoux.)

M. Andrea Fossati, architecte di-
plomé de The Ohio State Univer-
sity, degré « Master». (Parrains:
MM. P. Bezos et M. Rohner.)
M. Philippe Grobéty, ingénieur
géometre et du génie rural, diplo-
mé EPFL en 1986. (Parrains:
MM. Paul A. Droz-dit-Busset et
J. L. Pointet.)

M. Philippe Hartmann, ingénieur
forestier, diplomé EPFZ en 1986.
(Parrains: MM. W. Pleines et
Ph. Vollichard.)

M. Peter Kunz, ingénieur civil, di-
plomé EPFZ en 1986. (Parrains:
MM. M. Hirt et J.-C. Badoux).
M. Janusz Rolewicz, ingénieur
chimiste, diplomé de I’Ecole
polytechnique de Cracovie en
1975 + doctorat a ’'EPFL en 1987.
(Parrains: MM. Ph. Javet et R.
Noppel.)

M. Philippe Wieser, ingénieur
mécanicien, diplomé EPFL en
1977 + doctorat EPFL en 1981.
(Parrains: MM. F. L. Perret et
J.-C. Badoux.)

M. Vincent Zorzi, ingénieur du
génie rural, diplomé EPFZ en
1987. (Parrains : MM. M. Tappy et
M. Fahrni.)

Nous rappelons a nos membres
que, conformément a I’article 10
des statuts de la SVIA, ils ont la
possibilité de faire une opposition
motivée, par avis écrit au Comité
de la SVIA, dans un délai de
15 jours.

Passé ce délai, les candidatures ci-
dessus seront transmises au Co-
mité central de la SIA a Zurich.

Klapptische - Folding Tables

par Johannes Spalt. - Un vol. 22
X 20 cm, relié, 102 pages avec de
trés nombreuses illustrations.
Editions Birkhduser, Bale, 1987.
Prix: Fr. 39.80.

L’auteur est professeur d’archi-
tecture intérieure et de «indus-
trial design» a I'Université des
arts appliqués de Vienne.

Introduit par un bref historique
de la table, I'ouvrage constitue
une véritable monographie con-
sacrée a cette piéce essentielle de
I’'ameublement, avec des exem-
ples d’Adolf Loos, de Josef
Frank, et d’autres architectes.
Une curiosité : la malle transfor-
mable en bureau de la maison
Vuitton, exécutée pour le chef
d’orchestre Leopold Stokowski !
Comme toujours chez cet édi-
teur, une remarquable présenta-
tion, soignée et pratique.
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